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1. Introdução 

  O gadolínio (Gd) é um material comumente estudado devido às suas propriedades magnéticas, como 

seu efeito magnetocalórico [1]. A temperatura de Curie do Gd é próxima da temperatura ambiente. No entanto, a 

literatura reporta poucos estudos que analisem a modificação das propriedades elétricas em conjunto com as 

propriedades magnéticas. Neste trabalho, filmes de gadolínio foram depositados sob diferentes polarizações em 

um sistema triodo magnetron sputtering [2] de modo a avaliar a mudança na resistividade. 

 

2. Experimental 

  Os filmes de Gd foram depositados sobre silício (Si). A tela e o alvo ficaram distantes por 2,0 cm e a 

distância alvo-substrato foi fixada em 73 mm. As amostras foram depositadas nas seguintes condições: potencial 

flutuante sem tela (-16,15 V), potencial flutuante (1,05 V) e 0 V(aterrado). A deposição sem tela equivale ao 

magnetron sputtering convencional. Todas as deposições foram realizadas a 0,4 Pa em atmosfera de Ar, com 

corrente constante de 0,50 A. As amostras foram caracterizadas eletricamente em um sistema de medição por 

Efeito Hall usando o método de Van der Pauw. As medidas foram feitas variando a temperatura em intervalos 

de 10 K desde 100 até 300 K. A espessura dos filmes foi medida por perfilometria. 

 

3. Resultados e Discussões 

 As medidas mostram que a resistividade é menor para a amostra aterrada. Nota-se que com o aumento 

da temperatura a concentração de portadores aumenta, sendo maior para a amostra aterrada.  Observa-se um 

decaimento acima de 270K, na mesma faixa de temperatura da transição de ferromagnético para paramagnético 

do Gd (Fig. 1). Comportamento similar é percebido para a mobilidade, embora nenhuma diferença perceptível 

entre as amostras seja observada (Fig. 2).  
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Fig. 1. Curva da concentração de portadores por 

temperatura a partir de 100K para amostras depositadas 

a 0V (aterrada), 1,05V (potencial flutuante) e -16,15V 

(potencial flutuante sem tela). 

 Fig. 2. Curva da mobilidade por temperatura a 

partir de 100K para amostras depositadas a 0V 

(aterrada), 1,05V (potencial flutuante) e -16,15V 

(potencial flutuante sem tela). 

 

 Como não há modificação na mobilidade para as diferentes amostras, conclui-se que a mudança é 

decorrente da pequena modificação na concentração de portadores com a polarização. Análises para outras 

polarizações e com temperaturas até 500 K estão em andamento. 
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